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1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 szczego-
tlowe wymagania dotyczace miniaturowych, krzemo-
wych diod przelaczajacych matej mocy typu BAYP 61,
wykonanych technika epiplanarng, w obudowie cato-
szklanej, przeznaczonych do zastosowan w sprzgcie
profesjonalnym oraz w urzadzeniach wymagajacych za-
stosowania elementéw o wysokiej i bardzo wysokiej
jakosci.

Diody przeznaczone sa do pracy w uktadach prze-
faczajacych i urzadzeniach telekomunikacyjnych.

Kategoria klimatyczna — wg PN-73/E-04550 dla
diod:

— podwyzszonej jako$ci 55/125/10,

— wysokiej jakosci 55/125/21,

— bardzo wysokiej jakosci 55/125/56. ~

2. Przyklad ozmaczenia diod typu BAYP 61:

a) podwyzszonej jakosci

' DIODA BAYP 61 BN-83/3375-29.07

b) wysokiej jakosci

DIODA BAYP 61/3 BN-83/3375-29.07
c) bardzo wysokiej jakosci
DIODA BAYP 61/4 BN-83/3375-29.07

3. Cechowanie diod powinno zawiera¢ nast¢pujace
dane:

a) oznaczenie typu — wykonane drukiem (wg rys. 1)
na podkladzie koloru:

— niebieskiego — dla diod o podwyzszonej jakosci,

— pomaranczowego — dla diod wysokiej jakosci,

— biatego — dla diod bardzo wysokiej jakosci
lub alternatywnie (tylko dla diod o podwyzszonej ja-
kosci) kodem kolorowym w postaci paskéw, zoltego
i brazowego, naniesionych na obwodzie obudowy;
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b) oznaczenie wyprowadzenia katody — okreSlone
za pomoca paska naniesionego na obwodzie obudowy
od strony katody (przy zastosowaniu kodu kolorowego

~katodg¢ wskazuje 26ty pasek kodu).

Zgtoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Pétprzewodnikéw
Ustanowiona przez Dyrektora Osrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA
i dnia 15 marca 1983 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 pazdziernika 1983 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 9/1983 poz. 18)
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4. Wymiary i oznaczenia wyprowadzen diody — wg Tablica 1. Wymiary diody
rys. 2 1 tabl. 1. : Symbol Wymiary, mm
Obudowa — element kompletny A24 wg PN-73/ wymiaru :
T-01503.06. | = - -
Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta 2 b 0,45 - 0,56
CE 02. ' D 1,50 — 2,20
Maksymalna dopuszczalna dtugos$¢ niepocynowanego G 3,50 4.00 5.40
odcinka wyprowadzenia przy obudowie wynosi 3 mm. . T — | —

5. Badania w grupie A, B, C i D — wg BN-81/
3375-29.00 p. S.1.

6. Wymagania szczegétowe do badan grupy A, B,
CiD '

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiaréw .
D, G, | — wg rys. 2 1 tabl. 1,

b) badania podgrupy A2, A3, A4i C2 — wg tabl. 2,

c) badania podgrup B, C i D — wg tabl. 3,

Wyprowadzenie katody

(BN~ 8337820, 077] d) parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po
badaniach grupy B, C i D — wg tabl. 4.
Rys. 2 7. Pozostale postanowienia — wg BN-81/3375-29.00.
Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniach podgrupy A2, A3, A4 i C2 |
— Il(oovil;;o- ke Wartosci graniczne
ba daﬁp Rodzaj badania ara-y‘ badania wg Warunki pomiaru Jednostka
P PN-74/T-01504 min max
metr
UF ark. 57 Ip = 10 mA \" — 1,0
A2 Sprawdzenie podstawowych pa- Ir ark. 56 Upr=20V nA - 25
rametrow elektrycznych Ie ark. 56 Ue =75V i _ 50
Qs © ark. 61 Ir = 10 mA pC — 60
A3 Sprawdzenie drugorzgdnych pa-

rametréw elektrycznych Cror akr. 58 Up=0 f=1 MHz pf — 4,0

Sprawdzenie parametréw elek-

Ad trycznych w tame = 125 °C (po- Ir ark. 56 Ur=20V RA -— 50
ziom III i IV)
: | Ir = 10 mA
C2 SprAWEitle Anigurvedigch pa tr ark. 59 R.=100 Q Ug=6V ns - 4,0
rametréw elektrycznych s
i» =1 mA
Tablica 3. Wymagania szczegélowe do badan grupy B, C i D
Podgrupa . . , .
Lp. badas Rodzaj badania Wymagania szczegbéiowe
1 2 3 4
Sprawdzenie wytrzymato$ci mechanicznej wy-
| Bl, CI prowadzen peiby M < B
Sprawdzenie szczelno$ci detergent QI
Sprawdzenie wytrzymatosci na spadki swo- potozenie diody w czasie spadania — wyprowadzenia row-
2 B3, C9 . .
bodne nolegte do kierunku spadku
Sprawdzenie wytrzymatos$ci na udary wielo- mocowanie za obudowg¢ w sposéb sztywny, nie niszczacy
3 B4 - .
krotne (dla poziomu IV) obudowy diody
4 BS. CS Sprawdzenie wytrzymatosci na nagle zmiany T, = -55 °C Ts = 125 °C
temperatury _
badanie moze by¢ wykonane alternatywnie wg jednej z metod:
a) praca w ukladzie prostownika jednopotéwkowego z obcig-
5 B6. C6 Sprawdzenie odpornoéci na narazenia elek- zeniem rzeczywistym — wg PN-78/T-01515 tabl. 5, me-
’ tryczne toda f
. Ur=175V In = 75 mA ]
b) praca przy maksymalnej polaryzacji wstecznej — wg
PN-78/T-01515 tabl. 5, metoda g
Ur=75V tams = 125 °C
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cd. tabl, 3

L Podgr Rodzaj badania Wymagania szczegdétowe

p- tadak ) ymag, g

1 2 3 4

6 2 Sprawdzenie odpornosci na suche goraco tamp = 125 °C
Sprawdzenie odporno$ci na zimno « tamp = =55 °C

| C3 Sprawdzenie masy wyrobu 0,142 - 107 kg
Sprawdzenie wytrzymatosci na przyspieszenie mocowanie w tulejkach, 1 kierunek badania prostopadly do
state ost diody

8 C4 Sprawdzenie wytrzymatosci na udary pojedyn- mocowanie za obudowg, w sposéb sztywny, nie niszczgcy

AQL =25 cze i wielokrotne obudowy diody

Sprawdzenie wytrzymatosci na wibracje o stalej . :
: : . : : mocowanie¢ za wyprowadzenia
1 zmiennej czg¢stotliwosci

9 C5 Sprawdzenie wytrzymatlosci na cieplo lutowania temperatura kapieli 260 %5 °C

10 c7 SPrawdzqnle wytrzymato$ci na zimno (dla po- tug = —65 °C
ziomu V)

=t -

11 C8 Sprawdzenie wytrzymato$ci na suche gorgco tst& = 200 °C

12 C10 Sprawdzenie wymiarélw wg rys. 2 i tabl. |

13 DI Sprawdzenie odpm:noécn na niskie ciS$nienie —TT— L
atmosferyczne (poziom III i IV)

14 D4 pre}wdzcme wytrzymatodci na plesti (poziom brak porostu pleéni po badaniu
IIT 1 IV)

15 D5 Sprawdzenie wytrzymato$§ci na mgl¢ solng potozenie diody dowolne

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzanme w czasie i po badaniach grupy B, C i D (poziom II, III i 1V)

Wartos$ci graniczne
Oznaczenie litero-| Metoda pomiaru : g : parametrow
we parametru |wg PN-74/T-01504 Warunki pomiaru Podgrupa badan Jednostka -
min max
BI, B3, B4, BS, CI, B :
Ur=175V C2, €4, C8, C9, DI
toms = 25 °C A
Ir ark. 56 e B6, C6 — 10
Ur= 75V
fuss = 125 °C — BA - ol
B1, B3, B4, BS, CI, . 10
Ir = 10 mA C2, C4, C5, C7, C9 v ‘ ’
Us ark. 7 i = I S B6, C6 . 1,1
Ir = 10 mA
tamb = =55 °C C2 » — 1,1

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Naukowo-Produkcyjne Cen-
trum Poélprzewodnikéw — Warszawa.

2. Normy zwigzane
PN-73/E-04550 Wyroby elektrotechniczne. Préby $rodowiskowe
PN-73/T-01503.06 Elementy pdéiprzewodnikowe. Zarysy i wymiary.
Element kompletny A24
PN-74/T-01504.00 Elementy pétprzewodnikowe. Metody pomiaru
parametrow tranzystor6w i diod. Postanowienia ogblne
PN-75/T-01504.56 Diody. Pomiar pradu wstecznego Ir

PN-75/T-01504.57 Diody. Pomiar napigcia przewodzenia Ur
PN-75/T-01504.58 Diody. Pomiar pojemnosci C,
PN-75/T-01504.59 Diody. Pomiar czasu ustalania si¢ pradu wstecz-
nego I, i pradu wstecznego i» po przelaczeniu impulsowym
PN-75/T-01504.61 Diody. Pomiar tadunku przelaczania Q;
PN-78/T-01515 Elementy p6iprzewodnikowe. Ogdlne wymagania
i badania
BN-81/3375-29.00 Elementy pétprzewodnikowe. Diody przetaczaja-
ce. Wymagania i badania
3. Symbol wg KTM — 1156132506004.



Informacje dodatkowe do BN-83/3375-29.07

4. Wartoéci dopuszczalne — wg tabl. I-1 i rys. I-1.

Tablica I-1

5. Dane charakterystyczme — wg tabl. I-2 i rys. [-2 + [4.

' . Jed- | Wartosci do-
Oznaczenie
Lp. Nazwa parametru
Prr— nost- | puszczalne w
1 Ur Napigcie wsteczne \Y 75
9 Usse Szczytowe napigcie v 100
wsteczne
3 I Sredni prad wy- —_ 75Y
prostowany
4 Ir Prad przewodzenia | mA 100")
Niepowtarzalny
S I | ek | ™A S i
6 Pur M(?C ‘caikowua mW 500
wejsSciowa
7 5} Temperatura zlgcza { °C 200 100
8 forg Tempcratu'ra prze- oC 65 = 200
chowywania //
Temperatura oto- ,
9 Lamb czenia w czasie L & -55 + 125 // //
pracy 10 / /
'} Obowigzuje dla diod mocowanych za wyprowadzenia
w odlegtosci 4 =1 mm od obudowy. /
A Y
P ‘ Q9
i BAYP 6f 1 7 ”J;K'
600 0(? »
x o
500 kf/
\
400 /
01 /
300 \ /
s / |/
200 i _
S S /l
100 . = 0,01
i [Wog, 0 02 04 06 08 U V
0 20 90 60 & 700 20 M0 160 180 200 lgm °C BN-83 ~29.07-1-2

Rys. I-1. Charakterystyka mocy w funkcji temperatury otoczenia

P = f (ams)

Rys. I-2. Charakterystyki przewodzenia Ir = f (Up)

Tablica 1-2 .
Warto$ci parametrow
. ; 2 &
Lp. Ganpgzenie Nazwa parametru Warunki pomiaru Jednostka W Lam = 23 7%
parametru = :
min typ max
1 Ur Napigcie przewodzenia Ir = 10 mA \Y — 0,85 1,0
2 Ir Prad wsteczny U= 20V bomp = 23 7C nA i — &
tamb = 125 OC ,J.A e 5 50
3 Ir Prad wsteczny Ur=75V pA — 2 5
4 Cror Pojemno$é catkowita Ur=0V f=1 MHz pF — 3 4
5 ; Czas ustalania charakterystyki I+ = 10 mA Ug= 6V - . 3 y
o wstecznej R =100 0 i, =1 mA
6 Qs YL.adunek przelaczania Ir = 10 mA pC — 40 60
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l
nA BAYP 61
/
Céot /
pF BAYP 61 /
1000 /
35 /
/
3,0 , /
‘ /
100 /
2,9 ' /
20 : ' //
I=1MHz /
tamb"'zsc'f ) 10
1 /
\\ :
N— / UR"’ZU 4
1,0 *ﬁ-* / :
1 5
0 40 & 120 160 & °C
0,6
: BN-B/B75-29.57-1-4)
0 72 5 70 74 GV Rys. I-4. Zalezno§¢ pradu wstecznego w funkcji temperatury zlacza

Ir = f (1)

Rys. I-3. Zmiany pojemnosci w funkcji napiecia wstecznego
’ Crm = f (UR}



